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※概要（Summary）： 

LED 用下地材として AlN 薄膜の作製を検討した。

これまでの研究結果からサファイア基板上に下地膜

として金属 Ti薄膜を 10nm程度成膜した上に AlN膜

を成膜することにより、結晶性・配向性共に高い AlN

薄膜が成膜できることが判っている。本支援ではサフ

ァイア基板上に 10nmの金属 Ti膜を成膜した上に、

30nm及び 100nmの AlN薄膜を成膜した。 

 

※実験（Experimental）： 

・利用した共用設備：UHV10 元スパッタ装置、触針

式表面分析装置 
 

 LED を作製するための下地層として窒化アルミニ

ウム（AlN）膜をUHV10元スパッタ装置にて作製し

た。成膜速度を測定するために Si 基板、および石英

基板の上に金属チタン（Ti）膜、AlN膜をスパッタ時

間を変えて成膜し、触針式表面分析装置で膜厚を測定

した。 

この結果を用いて、結晶性・配向性の良い AlN 膜

を得るためにサファイア基板上に金属 Ti 膜（基板温

度：100℃）を 10nm成膜後、AlN膜（基板温度：350℃）

を 30nmおよび 100nmの厚みで成膜した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

AlN膜のスパッタ実験結果を図１に示した。Si基板

と石英ガラス基板ではスパッタ速度が異なっており、

原因はそれぞれの基板の表面粗度の違いが影響して

いるもの考えられる。 

以上の結果を考慮して AlN膜成膜のためのスパッ 

 

 

 

 

タ時間を膜厚：30nm の場合は 17 分 30 秒、膜厚：

100nmの場合は 58分とした。 

図１ AlN膜のスパッタ速度 

 

2インチサファイア基板 2枚に上記の条件で金属 Ti

の下地膜 10nmと 30nm、および 100nmの AlN膜を

成膜することができた。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

 今後、2 インチサファイア基板上に成膜された AlN

膜上に LED を形成し、性能評価を行う。さらに、下

地膜の結晶性・配向性と LED の性能の関係を検討す

る。 
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